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August 2011

 

QRE1113, QRE1113GR
Minature Reflective Object Sensor

 

Features

 

■

 

Phototransistor output

 

■

 

No contact surface sensing

 

■

 

Miniature package

 

■

 

Lead form style: Gull Wing

 

■

 

Two leadform options: Through hole (QRE1113) 
SMT gullwing (QRE1113GR)

 

■

 

Two packaging options: Tube (QRE1113)
Tape and reel (QRE1113GR)

 

QRE1113GR Package Dimensions
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Notes:
1. Dimensions for all drawings are in millimeters.
2. Tolerance of ±0.15mm on all non-nominal dimensions
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QRE1113 Package Dimensions

Schematic
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Notes:
1. Dimensions for all drawings are in millimeters.
2. Tolerance of ±0.15mm on all non-nominal dimensions
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Pin 1: Anode
Pin 2: Cathode

Pin 3: Collector
Pin 4: Emitter
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Absolute Maximum Ratings

 

 (T

 

A

 

 = 25°C unless otherwise specified)

 

Stresses exceeding the absolute maximum ratings may damage the device. The device may not function or be 
operable above the recommended operating conditions and stressing the parts to these levels is not recommended. 
In addition, extended exposure to stresses above the recommended operating conditions may affect device reliability.
The absolute maximum ratings are stress ratings only.

 

Electrical/Optical Characteristics

 

 

 

(T

 

A

 

 = 25°C unless otherwise specified)

 

Notes:

 

1. Derate power dissipation linearly 1.00mW/°C above 25°C.
2. RMA flux is recommended.
3. Methanol or isopropyl alcohols are recommended as cleaning agents.
4. Soldering iron 1/16" (1.6mm) from housing.
5. Pulse conditions: tp = 100µs; T = 10ms.
6.  Measured using an aluminum alloy mirror at d = 1mm.
7.  No reflective surface at close proximity.

 

Symbol Parameter Rating Units

 

T

 

OPR

 

Operating Temperature -40 to +85 °C

T

 

STG

 

Storage Temperature -40 to +90 °C

T

 

SOL-I

 

Soldering Temperature (Iron)

 

(2,3,4)

 

240 for 5 sec °C

T

 

SOL-F

 

Soldering Temperature (Flow)

 

(2,3)

 

260 for 10 sec °C

 

EMITTER

 

I

 

F

 

Continuous Forward Current 50 mA

V

 

R

 

Reverse Voltage 5 V

I

 

FP

 

Peak Forward Current

 

(5)

 

1 A

P

 

D

 

Power Dissipation

 

(1)

 

75 mW

 

SENSOR

 

V

 

CEO

 

Collector-Emitter Voltage 30 V

V

 

ECO

 

Emitter-Collector Voltage 5 V

I

 

C

 

Collector Current 20 mA

P

 

D

 

Power Dissipation

 

(1)

 

50 mW

 

Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Units

 

INPUT DIODE

 

V

 

F

 

Forward Voltage I

 

F

 

 = 20mA 1.2 1.6 V

I

 

R

 

Reverse Leakage Current V

 

R

 

 = 5V 10 µA

 

λ

 

PE

 

Peak Emission Wavelength I

 

F

 

 = 20mA 940 nm

 

OUTPUT TRANSISTOR

 

I

 

D

 

Collector-Emitter Dark Current I

 

F

 

 = 0mA, V

 

CE

 

 = 20V 100 nA

 

COUPLED

 

I

 

C(ON)

 

On-State Collector Current I

 

F

 

 = 20mA, V

 

CE

 

 =  5V

 

(6)

 

0.10 0.40 mA

I

 

CX

 

Cross-Talk Collector Current I

 

F

 

 = 20mA, V

 

CE

 

 =  5V

 

(7)

 

1 µA

V

 

CE (SAT)

 

Saturation Voltage 0.3 V

t

 

r

 

Rise Time V

 

CC

 

 = 5V, I

 

C(ON)

 

 = 100µA, 
R

 

L

 

 = 1k

 

Ω

 

20 µs

t

 

f

 

Fall Time 20
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Typical Performance Curves

Fig. 1  Normalized Collector Current vs. Distance
between device and reflector
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Mirror

Sensing Object:
White Paper (90% reflective)

0d

Fig. 2  Collector Current vs. Forward Current
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Fig. 3  Normalized Collector Current vs. 
Collector to Emitter Voltage
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Fig. 4  Collector Emitter Dark Current (Normalized)
vs. Ambient Temperature
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Typical Performance Curves

 

 (Continued)

Fig. 6  Forward Current vs. Forward Voltage
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Fig. 7  Rise  and Fall Time vs. Load Resistance
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Recommended Solder Screen Pattern for GR option (for reference only)

Taping Dimensions for GR option

Dimensions in mm

1.0

1.1

2.8

LED (+)

0.8

2.0±0.05 4.0
0.25

5.5±0.05

12.0±0.3

8.0

3.73

4.75

1.98

ø1.5

1.75

Progressive Direction

General tolerance ±0.1
Dimensions in mm



 

©2011 Fairchild Semiconductor Corporation www.fairchildsemi.com
QRE1113, QRE1113GR Rev. 1.7.0 7

 

Q
R

E
1113, Q

R
E

1113G
R

 —
 M

in
atu

re R
efl

ective O
b

ject S
en

so
r

 

Reel Dimensions

Reflow Profile

ø13.0 ± 0.5

2.2 ± 0.5

9.0 ± 0.5

12.0 ± 0.15

ø60.0 ± 0.5

ø178.0 ± 1.0

Time (seconds)

Te
m

p
er

at
u

re
 (

°C
)

1°C to 5°C/sec

1°C to 5°C/sec

260°C max. for 10 sec. max.

260°C

120 sec. max.

60 sec. max.
above 220°C

Pre-heating
180°C to 200°C

Note: Reflow soldering should not be done more than twice.

220°C
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                                        Tел:  +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) 
                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
 
                                                         www.lifeelectronics.ru 

 

ООО “ЛайфЭлектроникс”                                                                                                                  “LifeElectronics” LLC 
ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703  

 

      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 

 

 

 

  

 

 

mailto:org@lifeelectronics.ru
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